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第 10 回 応用物理学会 名古屋大学スチューデントチャプター 

東海地区学術講演会(JSAPSCTS2023)の開催にあたって 

このたびは、第 10 回応用物理学会名古屋大学スチューデント

チャプター東海地区学術講演会にご参加いただき、誠にありがと

うございます。 

 応用物理学会スチューデントチャプター(以下、SC)は、応用物

理の研究に携わる学生が主体となり、大学の枠を超えたネットワ

ークの構築を目指している組織です。2012 年に名古屋大学を含む全国 8 大学で SC を発足して以

降、各 SC にて多種多様な活動が実施されています。名古屋大学 SC(以下、名大 SC)においては、

セミナーやサイエンスカフェなど様々な学術イベントを開催しています。その中でも、2013年か

ら開催を始めた名大 SC 東海地区学術講演会では、応用物理に関する知識の深化という目的のも

と、高校生を含む東海地区の多数の学生が発表および活発な議論を行ってきました。昨今は

COVID-19の影響から小規模開催にとどまっておりましたが、本年度は口頭発表 32件・ポスター

発表 40件ものご投稿をいただきました。ご参加の皆様には、ぜひ積極的に発表内容に関して意見

を述べていただき、発表者と聴講者の双方にとって今後の研究活動に有益な知見が得られること

を願っております。 

 最後に、本講演会を開催するにあたって様々なご助言をいただきました先生方、関係者の皆様

に深く感謝いたします。 

応用物理学会名古屋大学スチューデントチャプター 

代表  吉川 淳朗 
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タイムスケジュール

時刻 スケジュール
IB015 

(C 会場) 
IB 館廊下 

10:00 ~ 10:05 開会の挨拶 

10:05 ~ 10:35 
招待講演 

（愛知工業大学 竹内先生） 

時刻 スケジュール
IB011 

(A 会場) 

IB013 

(B 会場) 
IB 館廊下 

10:45 ~ 12:00 口頭発表① A1 ~ A5 B1 ~ B5 

12:00 ~ 13:00 昼休憩 

13:00 ~ 13:45 ポスター発表① P1 ~ P20 

13:45 ~ 14:30 ポスター発表② P21 ~ P40 

14:30 ~ 14:45 休憩 

14:45 ~ 15:45 口頭発表② A6 ~ A9 B6 ~ B9 

15:45 ~ 15:55 休憩 

15:55 ~ 16:55 口頭発表③ A10 ~ A13 B10 ~ B13 

16:55 ~ 17:05 休憩 

17:05 ~ 17:50 口頭発表④ A14 ~ A16 B14 ~ B16 

17:50 ~ 17:55 閉会の挨拶 

会場図 
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プログラム 

10:05 ~ 10:35 招待講演（愛知工業大学  竹内 和歌奈 先生） 

C会場（IB015） 

13:00 ~ 13:45, 13:45 ~ 14:30 ポスター発表 

IB館廊下 

P1 大気圧プラズマを用いたリグニン分解経路の解明 

名城大 1, 名古屋大 2 ○(M2)大橋 龍一 1, 加藤 大志 1, 西川 泰弘 1, 志水 元亨 1, 加藤 雅士 1, 

堀 勝 2, 伊藤 昌文 1 

P2 大気圧プラズマ照射による線維芽細胞の増殖促進 

名城大 1, 名古屋大 2 ○(M2)森 康雅 1, 小栗 楓子 1, 村田 富保 1, 堀 勝 2, 伊藤 昌文 1 

P3 マイクロ波プラズマと誘導型結合プラズマを組み合わせたラジカル注入化学気相堆積

法を用いた窒素ドープダイヤモンドの成膜 

名城大学 ○石川 晃大, 竹田 圭吾, 平松 美根男 

P4 高密度大気圧プラズマ源によって生成された気相と液相中のイオン種と中性活性種の

測定 

名城大 1, 大阪公大 2, 名古屋大 3 ○杉江 恭輔 1, 呉 準席 2, 田中 宏昌 3, 堀 勝 3, 伊藤 昌文 1 

P5 大気圧グロープラズマによるカルボキシメチルセルロース水溶液の流動処理 

名城大 1, 名古屋大 2 ○(M2)岡本 和真 1, 前林 正弘 1, 志水 元亨 1, 加藤 雅士 1, 堀 勝 2, 

 伊藤 昌文 1 

P6 ミスト CVD法による ZnO薄膜合成における大気圧プラズマ支援効果

名城大 ○(M1)茂籠 柚喜, 竹田 圭吾, 平松 美根男 

P7 ハイブリット型プラズマ装置を用いたガス温度制御

名城大 ○山田 桃菜, 竹田 圭吾, 平松 美根男 

P8 大気圧ハイブリッドプラズマジェットによる酸素原子の効率的な生成 

名城大 ○梶野 晃弘, 竹田 圭吾, 平松 美根男 
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P9 低侵襲で高効率の遺伝子導入に向けたプラズマ照射による蛍光試薬導入条件の解析 

名城大 ○鈴木 翔太, 林 久史, 北崎 竜也, 熊谷 慎也 

P10 液面との距離を調節することができるプラズマ源の製作 

名城大学 ○岩田 隼, 熊谷 慎也 

P11 ヘキサン中金属表面へのフェムト秒レーザー照射による金属炭化物合成

名古屋工業大学 1, 東京理科大学 2 ○吉永 孟史 1, 田中 良樹 1, 余 希 2, 浅香 透 1, 劉 暁旭 1, 

 前川 覚 1, 糸魚川 文広 1, 小野 晋吾 1 

P12 DMDと 3Dプリンタを用いた構造化照明顕微鏡の低コスト化 

三重大地域イノベ 1, 三重大院工 2 ○佐川 慧 1, 松井 龍之介 2 

P13 電子線リソグラフィによる鉄系超伝導体 NdFeAs(O,H)薄膜の微細加工 

名大工 ○吉川 淳朗, 日比野 絢斗, 冨岡 隼也, 櫻井 謙真, 青木 大知, 畑野 敬史, 生田 博志 

P14 鉄系超伝導体 Ba(Fe,Co)2As2 多結晶体中の自然粒界に対する臨界電流密度測定手法の開

発 

名古屋大 1, 日本大 2, 東京農工大 3 , JST-CREST4 ○島田 和弥 1, 彦坂 僚人 1, 畑野 敬史 1, 

 石田 高史 1, 飯田 和昌 2,4, 徳田 進之介 3, 長谷川 友大 3, 山本 明保 3,4, 生田 博志 1 

P15 二次元トポロジカル絶縁体候補物質 ABTe4(A/B = Ti,Zr,Hf)の極薄試料の作製とその伝導

特性 

名大工 ○花井 駿佑, 蓮生 雄人, 浦田 隆広, 畑野 敬史, 生田 博志 

P16 d波超伝導体接合における Doppler shiftの形状効果 

名大工 1, 産総研 2 ○酒森 貴史 1, 松岡 顕輝 1, 姜 東彦 1, 馬渡 康徳 2, 矢田 圭司 1, 田仲 由喜夫 1, 

柏谷 聡 1 

P17 反応性スパッタリングを用いた酸化タングステンの成膜 

名城大理工 ○服部 柊介, 太田 貴之 

P18 ハルバッハ配列を応用した磁場源を用いた磁力計の開発

三重大工 1, 鈴鹿高専 2 ○山本 紗己 1, 藤原 裕司 1, 神保 睦子 1, 西村 一寛 2 

P19 超短パルス光誘起スピン流による GdFeCoの磁化ダイナミクス 

名大 ○渡邊 瑛祐, 瀬口 和也, 大島 大輝, 加藤 剛志 
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P20 1次元畳み込みニューラルネットワークによる磁気バルクハウゼンノイズ解析 

名古屋大学 ○大前 緩奈，秦 誠一 

P21 配向制御した層状ペロブスカイト薄膜(C4H9NH3)2(CH3NH3)Pb2I7 の構造評価に関する研

究 

岐阜大工 1 , 岐阜高専 2 ○佐野 文哉 1, 二村 有哉 1, 傍島 靖 1, 𠮷田 憲充 1, 羽淵 仁恵 2 

P22 発光デバイス応用に向けた Hf添加 Geのエネルギーバンドの理論的検討 

豊橋技科大 ○佐々木 祐太, 久野 倭, 石川 靖彦, 山根 啓輔 

P23 Si系光導波路用スポットサイズ変換器の作製に向けた SiOxの堆積 

豊橋技科大 ○宮坂 泰地, 堤 光輝, 佐藤 真希斗, Jose A. Piedra-Lorenzana, 赤井 大輔, 飛沢 健, 

山根 啓輔, 石川 靖彦 

P24 GaN エピタキシャル成長中の表面近傍での Mg 不純物および Si 不純物取り込み機構の

第一原理計算による解析 

岐阜高等学校 1, 南山高等学校女子部 2, 名古屋大学大学院工学研究科 3, 名古屋大学未来材料・シ

ステム研究所 4 ○黒田 尚志 1, 水野 理沙 2, 服部 柊人 3, 白石 賢二 4

P25 ラジカル援用反応性スパッタリングにより成膜した高濃度 Si ドープ n 型 GaN における

キャリア密度低下の原因調査

名大院工 1, 名大 IMaSS2 ○田中 希帆 1, 山田 真嗣 1, 新井 学 2, 加地 徹 2, 須田 淳 1,2

P26 スパッタリング法による InP基板上へのエピタキシャル Ge0.75Sn0.25形成

名大院工 1, 名大未来研 2 ○壁谷 汰知 1, 柴山 茂久 1, 高木 孝明 1, 坂下 満男 1, 黒澤 昌志 1, 

 中塚 理 1,2 

P27 一次元連結 Si量子ドットの高密度・一括形成と局所帯電特性評価 

名大院工 1, IHP GmbH2 ○今井 友貴 1, 牧原 克典 1,2, 山本 裕司 2, Wen Wei-Chen2, 

 Schubert Andreas Markus2, 白 鍾銀 1, 辻 綾哉 1, 宮﨑 誠一 1 

P28 GeSn/GeSiSn共鳴トンネルダイオードにおける負性微分抵抗の観測 

名大院工 1, 名大未来研 2 ○石本 修斗 1, 坂下 満男 1, 黒澤 昌志 1, 中塚 理 1,2, 柴山 茂久 1 

P29 Al/GeSn(111)構造からの偏析を用いた極薄・高 Sn組成 GeSnの形成 

名大院工 1, 福岡大理 2, 明治大理工 3, 明治大 MREL4 ○松本 泰河 1, 大田 晃生 2, 横川 凌 3,4, 

坂下 満男 1, 黒澤 昌志 1, 中塚 理 1, 柴山 茂久 1 
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P30 Al/Si0.2Ge0.8(111)上への熱処理による Siおよび Geの表面偏析制御 

名大院工 1, 福岡大理 2, 愛工大 3, IHP4 ○酒井 大希 1, 大田 晃生 2, 田岡 紀之 3 , 牧原 克典 1, 

山本 裕司 4, 宮﨑 誠一 1 

P31 カーボンナノウォールへのグルコースオキシダーゼの固定化

名城大学 ○各務 純真, 竹田 圭吾, 平松 美根男 

P32 鉄内包カーボンナノチューブ含有ポリマーナノファイバーの磁気特性 

三重大 ○恒川 拓光, 佐藤 英樹, 藤原 裕司 

P33 表面接触電極設計に基づく高電流摩擦発電機の開発 

名大院工 1, 名大未来機構 2, 名大未来研 3 ○王 海涛 1, 黒川 康良 1, 宇佐美 徳隆 1,2,3 

P34 灌流培養中の C2C12細胞の細胞膜電位計測用微小電極膜の開発 

名城大 ○國立 悠斗, 山本 連太郎, 沖野 隼大, 熊谷 慎也 

P35 局部発振器雑音低減のための導波管型ミリ波可変帯域通過フィルタの開発 

名古屋大学工学研究科 1, 名古屋大学宇宙地球環境研究所 2, 名古屋大学全学技術センター3 

〇谷川 貫太 1,2, 中島 拓 1,2, 小林 和宏 3, 加藤 渉 3 

P36 成層圏オゾン観測の高効率化を実現する周波数変調型局部発振器を用いたミリ波受信

システム開発

名古屋大 1, エレックス工業(株)2 ○彦坂 拓海 1, 中島 拓 1, 谷口 暁星 1, 萩本 将都 1, 長浜 智生 1, 

谷川 貫太 1, 鈴木 和司 1, 原田 健一 2 , 藤井 慎人 2, 下山 幸一郎 2 

P37 AlN薄膜堆積によるサファイア基板の LIPSS周期制御 

名古屋工業大学 ○中村 歩夢, 宮川 鈴衣奈, 江龍 修 

P38 鉄鋼材料への潤滑油中短パルスレーザー照射による耐摩耗性表面作製 

名古屋工業大学 1, 株式会社ニデック 研究開発本部 基盤技術研究所 2 ○鈴木 基生 1, 田中 良樹 1, 

中村 友哉 1, 吉田 直樹 2, 劉 暁旭 1, 前川 覚 1, 糸魚川 文広 1, 小野 晋吾 1 

P39 反応性スパッタリングを用いた窒素添加酸化チタンの成膜 

名城大理工 ○安藤 秀太, 太田 貴之 

P40 SC光照射によるナノ周期構造の形成 

名工大 1, santec Holdings(株)2 ○田中 芳徳 1, Rezvani SeyedAli2, 江龍 修 1, 宮川 鈴衣奈 1 
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10:45 ~ 12:00, 14:45 ~ 15:45, 15:55 ~ 16:55, 17:05 ~ 17:50 口頭発表 

A会場（IB011） 

A1 酸素ラジカル処理による L-トリプトファン酸化物の高効率精製 

名城大学 1, 名古屋大学 2 ○荒木 祥多 1, 岩田 直幸 2, 西川 泰弘 1, 堀 勝 2, 伊藤 昌文 1 

A2 プラズマ照射に対する線虫 C.elegansの応答の研究 

名城大 ○藤井 琢巳, 早稲田 雄太, 四方 大揮, 熊谷 慎也 

A3 細胞増殖促進に向けたマイクロ灌流培養システムの開発 

名城大 ○沖野 隼大, 熊谷 慎也 

A4 ガス透過性膜を用いた至近距離プラズマ照射による細胞灌流培養デバイスの開発 

名城大 ○山本 連太郎, 沖野 隼大, 山本 大貴, 熊谷 慎也 

A5 直接的なプラズマ刺激を行うマイクロデバイスシステムの開発 

名城大学 ○中西 玄, 熊谷 慎也 

A6 酸素ラジカル照射された水中に生成される殺菌効果物質の分析 

名城大 1, 低温プラズマ科学研究センター2 ○(M2)山本 ヒロミ アルウィ 1, 堀 勝 2，伊藤 昌文 1 

A7 TiOx:Nb層の導入による TiOx/SiOy/Siヘテロ構造のパッシベーション性能の向上 

名大院工 1, 名大未来機構 2, 新潟大工 3, 新潟大 IRCNT4, 名大未来研 5 ○深谷 昌平 1,2, 

 後藤 和泰 1,3,4, 黒川 康良 1, 宇佐美 徳隆 1,2,5 

A8 水素ラジカル処理による Si/SiO2多層膜の欠陥低減 

岐阜大工 ○出戸 智大, 松尾 直紀, 藤澤 知輝, 山田 繁, 伊藤 貴司 

A9 NiFeワイヤを用いた環境磁界発電装置の出力電圧特性 

三重大学 ○柳田 真佑汰, 沓名 勇輝, 前納 洸矢, 藤原 裕司, 神保 睦子 

A10 交代磁性体候補物質 CrSb単結晶の基礎物性 

名大院工 ○服部 航，浦田 隆広, 生田 博志 

A11 磁性ナノ粒子添加熱応答性ゲルの外部磁場による体積制御 

名古屋大 ○岡田 尚樹, 櫻井 淳平, 秦 誠一, 岡 智絵美 

A12 Ta/Co/Pt多層膜の磁気特性の成膜時圧力依存性 

名古屋大 ○長尾 脩平, 大島 大輝, 加藤 剛志 
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A13 磁性ナノ粒子鎖形成を利用した多孔質樹脂作製における磁場強度の影響 

名古屋大 ○小林 京貴, 櫻井 淳平, 秦 誠一, 岡 智絵美 

A14 微小構造炭素テンプレート膜を用いた酸化物透明導電膜の濡れ性変化 

岐阜大工 ○新美 匡浩, 山田 繁, 伊藤 貴司 

A15 広帯域で低反射かつ 2.4GHzにおいて高吸収な薄型メタマテリアルの開発 

三重大院工 ○成田 倫規, 松井 龍之介 

A16 Local electrical properties of Cu-doped NiO film deposited by rf magnetron sputtering 

Gifu Univ. ○A. C. Hein, T. Matsumoto, S. Yamada, T. Itoh 

B会場（IB013） 

B1 ガス感応膜最適化による高感度MEMS表面応力ガスセンサ 

豊橋技科大工 ○十亀 龍星, 崔 容俊, 野田 俊彦, 澤田 和明, 高橋 一浩 

B2 テラヘルツ波用 Siモスアイとコーティング構造による性能改善

名古屋工業大学 1, 東京理科大学 2 ○三浦 悠杜 1, 余 希 2, 前川 覚 1, 糸魚川 文広 1, 小野 晋吾 1 

B3 CMOSにおいセンサアレイを用いたガス源の位置と濃度の検知 

長野工業高等専門学校 1 , 豊橋技術科学大学 2, 株式会社アロマビット 3 ○浅田 吉博 1,2, 

 前野 権一 3 , 橋詰 賢一 3, 淀 優介 1,2, 野田 俊彦 2 , 澤田 和明 2, 秋山 正弘 1 

B4 2 次元トポロジカル絶縁体候補物質 HfTiTe4 に対する有機分子インターカレー

ション効果

名大院工 1, 名大未来研 2 蓮生 雄人 1, 畑野 敬史 1, 浦田 隆広 1, 洗平 昌晃 1,2, 生田 博志 1 

B5 HVPE法及びMOVPE法により成長させた低Mg濃度 p型 GaNの準位 

名大院工 1, 名大 Dセンター2, 名大 IMaSS3 ○大原 悠樹 1, 出来 真斗 2, 陸 順 1, 大西 一生 3, 

渡邉 浩崇 3, 本田 善央 2,3, 天野 浩 2,3 

B6 UHV-CVDによる V溝パターン Si基板上への Geエピタキシャル成長 

豊橋技科大 1, SUMCO2 ○Mohd Faiz Bin Amin1, Jose A. Piedra-Lorenzana1, 山根 啓輔 1, 飛沢 健 1, 

中井 哲弥 2, 石川 靖彦 1 
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B7 大電力パルスマグネトロンスパッタリングを用いた酸化錫の成膜 

名城大理工 ○齋藤 祐太, 太田 貴之 

B8 Ge1-xSnx(111)エピタキシャル層への Pイオン注入と活性化 

名大院工 1, 名大未来研 2 ○加藤 芳規 1, 柴山 茂久 1, 坂下 満男 1, 黒澤 昌志 1, 中塚 理 1,2 

B9 トリメチルアルミニウムを混合したビニルシランを用いたCVD法による Alド

ープアモルファス SiC薄膜の形成 

愛知工大 1, 名大院工 2, Japan advanced Chemicals Ltd.3 ○土射津 佑起 1, 小野 浩毅 2, 上原 賢一 3, 

田岡 紀之 1, 安原 重雄 3, 竹内和歌奈 1 

B10 Is Just One Monolayer WSe2 Necessary for the Next Generation Si Nano Devices? 

Graduate School of Engineering1, Nagoya University, Institute of Materials and Systems for Sustainability, 

Nagoya University2, ○Junjie Chen1 and Kenji Shiraishi1,2 

B11 粉末シリカンとゲルマナンの電気的特性評価 

岐阜大工 1, 名大工 2 ○大西 康介 1, 上田光秀 1, 山田 繁 1, 伊藤 貴司 1, 黒澤 昌志 2 

B12 Fe, CまたはMnを添加した半絶縁性 GaN基板の電気的特性評価 

名大院工 1, 三菱ケミカル 2, 名大未来研 3 ○田中 大貴 1, 磯 憲司 2,3, 須田 淳 1,3 

B13 鉄系超伝導体 NdFeAs(O,H)の異方性の水素置換量依存性 

名大工 ○日比野 絢斗, 冨岡 隼也, 吉川 淳朗, 櫻井 謙真, 畑野 敬史, 生田 博志 

B14 電極応用に向けた高密度カーボンナノチューブフォレストの電気特性 

静岡大院工 1, 株式会社村田製作所 2 ○西田 和生 1, 中野 貴之 1, 大松 照政 2, 白井 暢明 2, 

柳井 創太 2, 永田 真己 2, 清水 康弘 2, 井上 翼 1 

B15 カーボンターゲットを用いた大電力パルスマグネトロンスパッタリングにおけ

るパルス幅の影響 

名城大理工 1, 千葉工大 2, 岐阜大工 3 ○松本 詩郎 1, 太田 貴之 1, 小田 昭紀 2, 上坂 裕之 3 

B16 気体放電を用いたカーボンナノチューブ紡糸法における撚糸長尺化条件の検討 

三重大学 ○冨田 航平, 佐藤 英樹 
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